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-1t3&J&<&MM&t$ ' it ^ i& S. £ - a a a m a B a ffl £f 

* * * 9 - m. i* 4 - m %k M & % — i& $ jf o ^ ^ # a ^ ^ * 

( > *-*-ft*B4L7t#^*^ftffi*«fc^ : 
2 00 : H B a B 
2 0 2 : 

2 0 4 : & ft 
206 : & & M % 
2 06a: $b % % 
206b: H - PiL ,f 
2 0 6c: ffl jft >§ 

- " ix¥ai5¥ : UNDER BUMP METALLURGY STRUCTURE) 

An under bump metallurgy structure is applicable 
for disposing above wafer and on wafer pads. The 
wafer comprises a passivation layer and an under 
bump metallurgy structure. The passivation layer 
exposes the wafer pads, and the under bump 
metallurgy structure includes an adhesive layer, a 
first barrier layer, a wetting layer and a second 
barrier layer which are sequentially formed on the 
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2 0 6d : $ — f& P#: 

208 : & m a 



^ , (#a^^^h : UNDER BUMP METALLURGY STRUCTURE) 

wafer pads. Specifically, the material of the 
second barrier is tin-copper alloy. 
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i * a-wfltw (i) ~~ I 

( - ) * I & w & M & m & i 0 

^ # ^ # m & - *t M. £ 4 ># & &. - J. # #j & # m ^ 

- tt at # A B £F ft A * ** & ft, ffl # ^ 3ft * ^ Sfc £ * J £ J* 



4 4ft 5ft ' ***t«^^&&#f4!L&4L$>i$^3t£#&4fc4b - 

* !». 4b - fc*ifc#4b«ilfc«Ate4b*&*#*JR • it £ 
-t ifc # # £ ' f: -7- ft # & 21 S5 ^ it -4 3£ 4b * £ 3& 4b - 

* % 4b * *fil^4bJl4&flMb#£>3rfl&4L*jjt > 4l B jfc « 
fS€^^t.a^%m^|gi6j^t^4b - « ^ 4b # Jl • 

1$ £ ^ |t( Ball Grid Array . BGA ) • A K K ■* m 
£( Chip-Scale Package • CSP ) > ft A # & ( Flip 
Chip • F/C ) > £ Jl £ ^ j&( Multi-Chip Module • MCM ) $ 

^ t f a a aH f ^ #(Flip Chip Packaging 
Technology) ±. A #1 ffl do ?'J (area array) 6<i # ?>J ^ ^ • 
£ 4@ a a a £ £F ft(bonding pad)S££;ifrJ|;Kdie)4L±.*&4i 
©(act i ve surface) » it 4@ a a a >} If ft _L ^ /£ a ft 

(bump) > & $- # jft a H a >{ m © ( f 1 i p) ^ • mm & >} # ft Ji 

* a ft ^ »\ f <J±(e 1 ectr ica 1 ly) JSl ft ^(mechanica 1 1 y ) it 
^ i. Ife(substrate) £p#J -fi&fetPCB)^^ & ft M M #7 
t^f (mounting pad) - #^ . A^laU^fetl^I 




* 5 I 



i » ftWOLW (2) 

ffl**&Wit(High Pin Count) *l A & & & ft . & fgj ( 

€ a B B & ^ & m 3 «T & & £ *fc A ffl & B B a J| |t ^ ^ . 

*n m I R 6d A 11 £7 ML ft * » Jt>J t JL * € B a a *t #f ( f 1 i p 
ch i p ) t ' i * ^ # # £ 4s a £ # a B a IB Ji *h ft & ft 

(UBM, Under Bump Metallurgy) > & g Ifc $L fa % % ^ ± 
K&&&&fc^£f.&uft%,4£^e a fi * £ ^(substrate) € 

tt # M n 1 , #^«*p^^.^|tftBli00fe#. H IB 1 0 0 
***#*4M02JliMLJt*Jfc* its « « Jt 1 0 2 B B B IB * * 
104 > ^^^B a ajB^^_L104^^#-^^^^ > fi06 . j. 3* 

1 0 6 ft Jt ^ JI I] * 1 0 4 & # a ifc 1 0 8 ^ RQ . ffi a # * A 

is p- *i04 a ^ # a ±4108 no 4i » ^ it m 

t* # #- # n 1 > s*»^*ii&£->i,tio6£.#&*£$fc£ji 

(adhesion layer) 106a - !?§- I 1 * J- (barrier layer) 106b 
A ffl }$> /§ (wet table 1 a y e r ) 1 0 6 c - $b % ># 1 0 6 a % ffl « if 
^ A U |? £ l 0 4 A IS. : $ 0 1 0 6 b 4l ffi # & & 3k JSL ' £ # ff *> 
^lSil^#^>i o ffij |& |$ ,# 1 0 6 b #, ffl«Rrjtia|5|fc^l06b^ 
± T ^ IS! ^ i 4 f i i t (diffusion) ft J£ |t . 

t *j *> 4? m & - Mm&&£Lm%-'kM ° % fib * *H * ;» 

1 0 6 c #. ffl a if do sfc fa J| ,§ 1 0 6 M ft- & a * 1 0 8 ^ Ptf i7 
(wetability) > & tmtft&tem%-&J§b • tt^a* W 
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IE . At AftlFtt (lead free solder ) ^ « ± . * t <± 
*& & A If 44 * ft. & A ^ & H • 

* * ^ & of . & & $f. (Ref low ) m m. m m • *#Mf44 

a*108^«ft£AHft4n06c*.4!#-&£llfc • B ffij £ j& -fr 
i£r 4 4b #7 (Inter-Metallic Compound 'IMC) • 2p£/fc 
C u 6 Sn 5 ' it ffij -fc M 1 0 6 c &. If 44 a j& j 0 8 ft ^ ^ £ ^ — -fr 
^ 4 4b ^ >f (IMC layer ) • 9\> • #^^-^4^106-^ 
PB-l*4H0 6bfl<rtoA J ^^±*e,4td»*L^^ * m m & & & M 

> 4l 3S If 4 ft & HQ ' <f*ha*1084L<»J«Fit^«»4H0 6c 
^^^m^^^^yi^fb^^ . gp £ /&Cu 6 Sn 5 . « * If * a 
108^l|i*#*»|*4n0 6b*.*AA£.jfc3 - ^ ^ ^ 4 >fb ^ 

' ^P ± /£Ni 3 Sn 4 • 4fc # >i t # & ' & ;*Mf 44 & 08 ^ H 
*»*#106bi**ftfti*|illAA T ■ #r A £ 4 4b 

^ 4fe ( ^ N i 3 Sn 4 ) ft * * & 4 4L J& & * . *> jfcb ^ «. # If 44 

jIE • 

(=.)-[# afl ft ] 

M > it K 4 a a B H If ft n if 44 & * ffl ■ fli « a* * -fr * 
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(4) 

4b & ( *pNi 3 Sn 4 ) . jt^^^jfta^jj^jR) 

^ n * • & *r * a* m j& m # * #f a & * * m * * w « 



^ at f ^ - B a a i f in f4 £, 



JL 



% ' K J: 



* JL ; - % - p§L m % ' S&£^|t^4 J: ; - 
f ^ t 4 la I ± ; a A — % ~ pjl j$ % . ae. JL ^ * 

** a ft ft <k M it & ^ % * it * ' a « & *f & & 

* & A ^ m ' &^#&4fc + ^#-T*£ — & #;fti|t* 
4b ^ 4fe( £ /&Ni 3 Sn 4 ) • 



( ) - [ * 2r ^ ] 

« T J» #- as fa m M ' t ^ ft ^ f a^t f ^ frj ^ jfc 

II- 4 I i 4 0 

4 # & ^ ^ l>J 7F t i • 



tt # 4 ® 2 > 4& a B a IB 2 0 0 ^ £p ft & m 7F * 
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1 * ®WtiLBft (5) ^ 
200 ft * # « ti 4 202 A a a a S I? ^204 . J. a B a i &204 _t ft • 
^**-*A^4^ 206 • & * ' ft « 4 202 ft K 1 * ft m 

* ® JL ' 03 fit ft « a a a 0 200 £ fir JS. #» P- &204 4k ife » « 3£ 
lillililil 4 206a > % - |3L |f 4 206b - >?4 ft 4 
206cA£.=.|H.|**206d/*ffaj& - t A B if ^204 4 Is If « 

' « * 4 / - i& if 4 / m m 4 *t & & *r & <b/ ^ * ^ 

^^l^t • *i t & W P & 204 % m & & v$ . % % / % _ 

tfe- * # i * 4 - $ - ia if 4 - «»4*.*fr#*|./rftejft . - 

& ifij f ' #^4^#fftiS^^*^ * ^ > ^^^^ > 
«.*fe/*f*L;fc**f^ - 19. If 4 ^ # f ft it 

fij * ^ - ^M^^r - M & & & £h £k & & m £l & j> 

- « # t ; *n a % 4 4l # t ft it i ^ #i . & m & m & & ft 
& & mn ° £ t ' ha * 4 - ^ - is. if 4 ^ « ^ 4 >r #i aj & 

4 • ti^-iaif 4 206d • %L it & & M 

5. #) 8 0 a * ffl • 

' * if # & J&2 0 8 £ ft. ft ^ U — is. If 4 

2 0 6 d _L > ^p^^lf^illsi^^^^ , Afc$f$j4&j&208 3g$f 

f$ > if *4 & &208 t ft ft & * % — ia If 4 206d t *. * t£ 

%*3Lm&m*-mte£-te&m • t # ^ t t ^ ^ jf^ i ji 

2 0 6 c & £ - ISL If 4 2 0 6 b & & • ft *t ^ I ^ >S a J| 2 06c t ^ 
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i ' ftWiSLW (6) 

m & ' ® & & ft fa & & ft fa &20Gc + m jbl jfc & 1 

* • # * ' A * .% - na ft * 2 0 6d m ^ 4l « A ^ tb ft # * 
' £M4 & *208 + *.|fti&**j=.|&|$ A 206d t ^ « A ^ i« 

fcb ft| . , * |fc * $ * ^ * ^ 2 06c * * 

* _L flf i£ . * ^ ft ^ £ £. ^ , 4tA^P^4L^^,^|a 
*-RB.|**2 06bAj*# . tt * * - IB. ft Jt 206d A » « * 
206ct^^^^r^^t ' #f«*&i$&i&£:^i&#jfc£--|&ft 
M 2 0 6b * ^ « * « * a$ Fa^ &AT*&#*si*4L*ifcj*;fc*. 
-fr 4 *b *p ± /fcNi 3 Sn 4 ) • ah ft fa if jft £b ife2 0 8 ^ if 

****if#&ML*B&-fr4LS|t;fc*Jj|.h ' * *T « *f*4 a 

/&Ni 3 Sn4) • ifijlffelf^&^^^^^l^^^^j^,^ 

- If- * A 306a A % — 9- « ># 306b fe & » J£-^f;i 3 06a 
# 5.^&^i|fl6^J=- #€>f306b#. & & ft m & & ' jL |l — 
9-«A306a# i^t5:S# a B B B]^#.304_L • ffij ^ — « >| 
3 0 6 b A>J Jl ft & if #t £b *3 0 8 H i& ft - * + - # a B a I] if * * is 

If & ^ , 3p-*«A4ft'^Ab-sr*is/«fciR.^^/iH=.A#«l 
&&£8/&£l'&»&^A&;f& • # b b b IB if ^ J*, iis) if ^ . # - 
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JL - ®WtlW (7) — | 

' *4***ii**.4^f**310**ils*h«;» ( ^ « « 

ill^#f il&ll&^i . £ t ' & 4 ft % 

*T & * 9 - * € *310aA % z- % % # 310b . JL it t M (it. 
t««4)312<&A * a it ^(poly i mide, PI ) * j£ T 
(Benzocyclobutene, BCB) ^*^^*^4^4L#!f/9ffejft. 

^ t£ 5f m » s ,tb ' £ ^ ifc ^ 4fr 4l # # >£. J-X T t If 

# *»j i£ eb W 3L ' *rf?&&.ig£4bitm • 
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(3-) > [i^UHI^Bi] 

® 2 A ifc « ^ # ^ f 4i ^ ^ ^ 4 f j* ^ ^ s ^ 

*J » * 4 B • 

B 3B * ft ft * g. as 3 - ttf ?fef^^j|i|| j* 4| 

*J © t © • 



i 



# # ft «, W : 
100 : J! IB 
10 2 : M 
10 4 : b b b ® <f * 
106 : Jfc 4& ^ 4 M 
10 6a: $ £ £ 
10 6b: 12. Ft ^ 
10 6c: >7*1 & Ht 
10 8 : ff^fi* 
2 0 0 : a a B H 
2 0 2 : % i% J% 
2 0 4 : b b b m m Q 
206 : Jfc ^ 4 0 
2 0 6a : $b £ & 
2 0 6b: $ - |SL ft % 
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206c : m M 
206d: % — m. $ % 

2 0 8 : * ft £r % 
300 : B B a m 

3 0 2 : <fc $ 4 
304 : n & 

306 : Jfc & M M 
3 06a: % - * % % 
306b: 9 - * * Jf 
3 08 : # a J& 
310 : & 51- 4 ^ # >f 
310a : — 
310b : « - « ^ 

312:^^^ ( 4h * 4fc tft * ) 
312a: Bfl a 



i. - & & & & m # & m ' & ^ g& £ & - & m ^ a, a ^ ^ A 

' s& a 9 B a m & _l ; 

- $ - i& # . _t ; 

- ^ ^ 19. $ m • be, a u m m % _L JL It — PJ. |$ m ^ # f 

%r Mr &\ & & o 

3 . *a t It * *J IB 111 % 1 * #T m. *K J& & M M & ffi- ' * ttl 
^>t^#f#. iti^*^. * - & 4& ^ » #g. * £g ft & j& 
« # t 4L - « # f o 

4 . t |f ^ *ij H H| £ 1 ^ jsfr ^ ^ j£ ^ JQ % g ^ , ^ 1 t£ $ 

-iap*>t^#f#iti^*^ - ^ #l ^ ^ * * «i & <& a 4k 

ft^ij^rft**^ t i - 34 # f • 

5 . *» t tf *>J ft ® # 1 ^ #f sfc ^ j£ j£ ^ M % & ffi. > 1 t til 

* # f # it i ^ m - & m & & & m & & ft & & m . 



6 . *» t tf -f- *'J H, ffl ^ 1 j% ft i4C 4L s£ A 4 * J* ft- ' ^ttl 




* 14 I 



— m. $ % # « « & ^ ^ j£ o , 

7. 4* t * *«J & n 9 1 * m it 4l * j& £ M % & . * t tt * 

— & 9 * # a ^ 4l * & m & * 

— & * * ft >?- £ #, ^ ^5 0 ftt * *l 80 4ft ?K ^ Fal - 
9 . - ft b b b K # ^ » 6, ^ : 

-ills ; 

f t l a ® I? f > *4MSti*M*3L*&4tfl&.h. ; 
**t'«3fc4&£-4l# ' t£ S ^ t£ 4£ H B a H # ^ i x # f £ # 

#3 • 



1 0 . *» t tfr * *J |£ ffl $ 9 ^ #r ^ ^ b B b If] £f # ' *ttl'| 

% % t s- ')? & & m • 



i i . *o t tt # *>j $& a $ 9 #t ^ ^ B a B a & m » ^ m & - m m 
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i 

1 2. ^ t If * #| $£ BB ft 9 ^ m * ^ A IB 4* * . * * t* ft & 
^1 t-t^^if 'h^^o - 



1 3. ^ t |f Jf. II ffl g g ^ ^ ^ a a g, ^ , £ ^ ^ ^ ^ 

n t ^ - « # f • 



14. feftt^tt&ngg^fAfj&^jiiiijfcjji , i^^II- 
4 ^ ^ If ^ • 

1 5 . in t ff J. |£ g y i 4 ^ ^ ^ ^ a n ^ ^ , ^ t * ^ « « 
ti >f # f #, & & & Sk tik J3£(poly imide, PI ) - 

1 6 . *o t n * *'J 4a BQ # 1 4 a* #r ifc ^ B B a IB & ft ' 

* A ^ # f & ^ 3£ # T ^(Benzocyclobutene, BCB) ° 

1 7. in t it * *j ii s 9 1 4 4 m it ^ ai a Ms m ' & ^ J& - If # 



1 8 . in t tf # *>J || SI % l 3 ft ifc B B B QQ & , * t « ft - if. 
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(4. t m : J* A >t 




(4. 5*SL) f m : Jfc&A* £ 




